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ムーアの法則の減速により、先端半導体技術開発も変換点を迎えていると言われる中、AR、VR、

人工知能など、新しい技術を活用したアプリケーションが次々に登場しており、これらの技術を

ベースにした高度ネットワーク社会の構築にむけて、低消費電力で高速なデバイスの要求はます

ます高まるばかりであり、最先端ファウンドリでは既に 7nm世代以降を見据えたプロセスの開発

が行われている[1]。今後も更なる微細加工技術が追求されていくのに加え、新構造や新材料の導

入への研究も行われており、さらなる技術革新へとすすんでいる。その一方で、増え続ける開発

費に伴い、先端半導体プロセスを開発できるデバイスメーカーは数社に絞られており、設計サイ

ドからみても、近年は大手ファブレス同士、ファブレスと IDM の戦略的な統合が見られている。

本講演では、国内外のデバイスメーカーにかつて身をおき、現在は総合半導体装置メーカーであ

る東京エレクトロンに所属する発表者が以下の内容について述べる。 

(1) 先端半導体技術開発の将来展望 

(2) 先端半導体技術開発への東京エレクトロンの取り組み 

(3) 先端半導体技術開発に身をおく中でのキャリア設計 
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